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薄膜結晶化法（過程）の支配因子は成長温度（固相では融点以下），成長膜と基板との界面状態，

雰囲気（圧力，ガス），が挙げられ，結晶化した薄膜特性因子として，粒径，格子欠陥密度，膜剥

がれ頻度，が挙げられる。固相に絞ると位置制御性も重要支配因子になる。結晶化法と結晶化薄

膜を有機的に繋げる根底にあるものが結晶化ダイナミクス（又は，機構）である。 

本シンポジウムで御高説戴く，CVD-Si 薄膜結晶化法 1,2)は成長温度，基板界面，雰囲気が重要

因子，位置制御 SPC3)，金属ナノ触媒 4)，金属触媒 5)を用いた結晶化は成長温度，位置制御性，が

重要因子と考えられる。結晶核形成の動力学と位置制御 6)，安定相と準安定相の競合 7)，は結晶

化機構の議論である。他の固相結晶化法に関しても言及する。 

低エネルギー密度，多パルスのエキシマ・レーザ照射法 7)においても界面状態は重要因子であ

り，更に，a-Si薄膜中にH原子を変調ドープする事により結晶成長温度を大幅に低温化(Si:1415℃

→900℃)した 8)。近年，青色レーザを用いた固相結晶化も注目されている 9)。軟Ｘ線照射法は熱

エネルギーの一部を内殻軌道電子励起，及び，クーロン斥力による原子拡散に変換する 10,11)。

光子エネルギーを Si2p，Ge3d の軌道エネルギーに選択すると Fermi 黄金則により内殻電子が

効果的に励起され，固相結晶化温度が 100-150℃低温化する。キセノン・フラッシュランプ照

射法は，ランプ印加電圧を下げる事により固相結晶化が可能である。結晶化と点欠陥の関係が検

討されており，Si, Ge 共に固相結晶化は原子空孔との位置交換により進行する事が明らかにさ

れている 12)。更に，Ge では凝集による粒形成を行う為，表面に光学的禁制帯を局所的に作り，

電磁波の浸入を妨げ，結晶化を阻害する現象も見出されている 13)。 
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